
カレントミラー回路
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バイポーラ・カレントミラー回路の問題点
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バイポーラトランジスタによる電子的に特性可変のOTA
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MOS差動増幅回路
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MOS差動増幅回路の大信号特性
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バイアスオフセット技術
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直流電流成分の除去
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非接地直流電圧源の実現
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MOSトランジスタによる電子的に特性可変のOTA
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OTAの記号
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OTAによる抵抗の構成
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OTAによる増幅回路の構成
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OTAによる乗除算回路の構成
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OTAによる加減算回路の構成
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OTAによる積分回路の構成
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OTAによるインピーダンスの実現
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